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Elektron Demet ile Isinlanmis PTCDA Araylizey
Tabakalit Au/PTCDA/n-S1 Diyotlarin Elektriksel
Ozellikleri

Arastirma Makalesi / Research Article

Umut AYDEMIR
Miihendislik Fakiiltesi, Elektrik-Elektronik Miih. Béliimii, Uludag Universitesi, Tiirkiye
(Gelig/Received : 16.01.2018 ; Kabul/Accepted : 09.04.2018)
oz

Bu caligmada, geleneksel Au/n-Si Schottky Diyotlarin (SDs) aygit performansinin igmlanmis PTCDA arayiizey tabakasi
kullanilarak yenilik¢i bir yaklasimla iyilestirilmesi amaglanmistir. Bu nedenle ilk olarak PTCDA tozlar1 30kGy, 60kGy ve 100kGy
farkl elektron demet (E-Demet) dozlarinda isinlanmistir ve sonuglar FTIR yontemi ile analiz edilmistir. Isinlanmamig ve 1ginlanmig
PTCDA tozlar1 n-Si alttas lizerine organik buharlastirma sisteminde kaplanmustir. Farkli dozlarda E-Demet ile 1simlanmis ve
isinlanmamis PTCDA araylizey tabakali Au/PTCDA/n-Si SD’larin Akim-Gerilim (I-V) karakteristikleri +3V arasinda oda
sicakliginda gergeklestirilmistir. Aygitlarin idealite faktorii(n), Schottky engel yiiksekligi (@so), dogrultma orani (DO), seri direng
(Rs) ve Sont direnci (Rsh) parametreleri I-V sonuglarindan hesaplanarak elde edilmistir. 30 kGy 1sinlanms PTCDA arayiizey
tabakali Au/PTCDA/n-Si SD aygit performansinin 1iginlanmamig PTCDA arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si SD’a gore daha iyi
oldugu deneysel olarak gozlenmistir. Au/PTCDA/n-Si SD’un I-V karakteristiklerinin 1gimlama ile oldukga etkilendigi ve uygun
1sinlama dozu ile aygit performansinin artirllabilecegi gdzlemlenmistir.
Anahtar Kelimeler: Au/PTCDA/Nn-Si, PTCDA arayiizey tabakasi, Schottky diyotlar, E-Demet 1sinlama.

The Electrical Properties of Au/PTCDA/n-Si Diodes
with Electron Beam Irradiated PTCDA Interfacial
Layer

ABSTRACT

In this work, it is aimed to improve the device performance of traditional Au / n-Si Schottky Diodes (SDs) with an innovative
approach using the irradiated PTCDA interfacial layer. For this reason, first PTCDA powders were irradiated with different electron
beam (E-Beam) doses of 30kGy, 60kGy and 100kGy and the results were analyzed by FTIR method.
Unirradiated and irradiated PTCDA powders with E-Beam were evaporated on n-Si substrate via organic evaporator. Current-
Voltage (I-V) characteristics of unirradiated and irradiated Au/PTCDA/n-Si SDs with PTCDA interfacial layers irradiated with
different E-Beam doses of 30kGy, 60kGy and 100kGy were carried out between £3V at room temperature. The ideality factor (n),
Schottky barrier height (®so), rectification ratio (DO), series resistance (Rs) and shunt resistance (Rsh) of devices were calculated
from current-voltage (I-V) results. It is experimentally seen that performance of Au/PTCDA/n-Si SD irradiated with 30 kGy has
better results when we compared unirradiated Au/PTCDA/n-Si SD. It has been observed that the |-V characteristics of the
Au/PTCDA/n-Si SD are highly influenced by irradiation and the device performance can be improved with appropriate irradiation
dose.

Keywords: Au/PTCDA/n-Si, PTCDA interfacial layer, Schottky diodes, E-Beam irradiation.

. ozellikle farkli polimer arayiizey tabakasi kullanarak
L. GIRIS (INTRODUCTION) SDlarin elektriksel 6zellikle}r?niny modifiye edilmesine
Literatiirde Schottky Diyotlar (SD) arayiizey tabakasiz  dayanmaktadir [3-5]. Organik malzemelerin MY
metal/yariiletken (MY) aygitlar,  garayiizeyine yerlestirilmesi ile elde edilen MPY
metal/yalitkan/yariiletken MYY) V€ aygitlarin performanslari iizerine etkilerini inceleyen
metal/polimer/yariiletken (MPY) aygitlar olmak tizere [jteratiirde gok sayida yayin vardir. Bunlardan bazilarini
¢ok genis bigimde yer almaktadir [1-13]. Son yillarda ek verecek olursak; Aydemir ve arkadaslar1 PVA:Zn
polimer araylizey tabakali SD iizerine yapilan  kyllanarak [2], Cakar ve arkadaslari rhodamine-101
arastirmalar yogunlasmistir [2-13]. Ilk ¢alismalar MY yllanarak [6], Gupta ve Singh poly(aniline) kullanarak
arayiizeyinde organik arayiizey tabakast kullamlip 7], Kiligoglu ve arkadaglar tetraamide-I kullanarak [8],
kullamlamayacag1 iizerine iken buglin arastrmalar  Gilli ve Tiiriit phenolsulfonphthalein kullanarak [9],
Akkilig ve arkadaslari chitin kulanarak [10], Aydin ve
arkadaglar1 B-carotene kullanarak [11], Giilli ve
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arkadaslar1 safranin T kullanarak [12], Kuo ve
arkadaglar1  Poly(3-hexylthiophene) [13] kullanarak
aragtirmalarini  yaymlamiglardir. Tiim bu yayinlarda
organik arayiizey tabakasi kullanimi aygit performansini
olumlu yonde etkiledigi  deneysel sonuglarla
desteklenerek rapor edilmistir. Polimer/yariiletken
tabanli bu tarz MPY c¢aligmalari, literatiirde organik alan
etkili transistor (OFET) [14,15] ve organik 151k yayan
diyot (OLED) [16,17] gibi aygitlarin aragtirmalarina 11k
tuttugu i¢in olduk¢a Onemlidir ve yaygin olarak
arastirilmaktadir.

Organik arayiizey tabakasi metal ve yariiletken arasinda
fiziksel bariyer olusturarak metal ile yariiletken
yiizeylerinin dogrudan birbirine temasini engelleyerek
yariiletken yiizeyindeki arayiizey tabakalarmin yeniden
diizenlenmesine ve yiik gecislerinin kontroliine yardime1
olur [2-13,18]. Boylelikle nanometre kalinliginda
organik arayiizey tabakasi kullanimi yiiksek kaliteli,
diigiik idealite faktorii, sizintt akimi, seri direng ve
araylizey durum yogunluguna sahip ve yiiksek sont
dirence sahip SD iiretimine olanak tanimaktadir. Organik
malzemelerin radyasyona kars1 oldukca hassas olmasi ve
1sinlamanin aygit performansi iizerine etkisi bir diger
onemli arastirma konusudur [19-22]. Literatiirde gnelikle
polimer arayiizey tabakali aygitlar iiretildikten sonra
radyasyona maruz birakilmis ve 1smlanan aygitin
elektriksel ozellikleri incelenmistir. Bu ¢alismanin ana
amact ise  polimer radyasyon  etkilesiminin
AU/PTCDA/n-Si SD elektriksel ozellikleri iizerine
etkilerinin arastirilmasidir. Bu nedenle, bu g¢alismada
literatiirden  farkli olarak PTCDA tozlari aygit
tiretilmeden Once elektron demet (E-Demet) 1sinlarina
maruz birakilmig ve geleneksel Au/n-Si SD modifiye
edilmistir. Fakli dozlarda E-Demet i1sinlarina maruz
birakilmig PTCDA tozlar organik buharlastirma sistemi
ile Au/n-Si arayiizeyine sandviglenerek idealite faktori,
Schottky bariyer yiiksekligi, sizint1 akimi, seri ve sont
diren¢ gibi ana elektriksel parametreleri Akim-Gerilim
(1-V) 6l¢iimlerinden hesaplanarak 1sinlanmamis PTCDA
arayilizey tabakali Au/PTCDA/n-Si SD sonuglari ile
kiyaslanmistir. Boylece yariiletken ve metal kontaklar E-
Demet 1ginlarindan izole edilmis ve sadece 1sinlamaya
maruz kalan PTCDA arayiizeyi ile elde edilen
Au/PTCDA/n-Si SD’un temel elektriksel O6zellikleri
incelenmistir. Ayrica, E-Demet ile i1smlanmis ve
isinlanmamis PTCDA numunelerinin FTIR sonuglari
yapisal analiz olarak tartisilmistir.

2. MATERYAL VE METOD (MATERIAL and
METHOD)

Arayiizey tabakasi olarak kullanilan toz PTCDA
(C24HgOg) Sigma Aldrich firmasindan tedarik edilmistir.
PTCDA tozlar ince film kaplamadan o6nce ILU-10
(1MeV) Elektron Demet Hizlandiricr ile 30, 60 ve 100
kGy dozlarda iginlanmistir. Ardindan 1ginlanmamis ve
1sinlanmig PTCDA toz numunelerin FTIR Ol¢limleri
Termo Scientific Nicolet 6700 FT-IR cihazi ile
gerceklestirildi.
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Ince film iiretimi icin kullanilan (100) yonelimli, P katkili
n-Si yariiletken alttag 3 asamali RCA temizleme
yontemiyle temizlendi. Alttagin arka ylizeyine komple
omik kontak yapmak {izere SN saflikta 150 nm kalinlikta
Au termal buharlagtirma sisteminde kaplandi ve 450 C de
birkag dakika tavlandi. Ardindan PTCDA tozlar
VAKSIS PVD Handy 40 model organik buharlastirici ile
n-Si alttag yiizeyine temiz odada 100-150 nm
kalinliklarinda kaplandig: profilometre ile gozlendi. Son
olarak 1ginlanmamis ve 1simnlanmig PTCDA film kapli Si
alttaslarin dogrultucu kontaklar1 1mm c¢apli maske
kullanilarak 100nm Au termal buharlagtirma sisteminde
kaplandi. Numuneler giimiis pasta yardim ile giimiis
kapli iletken tellere yapigtirilarak Au/PTCDA/n-Si
SD’lar elektriksel dl¢limlere hazir hale getirildi.

Isimnlanmis ve 1sinlanmamis PTCDA araylizey tabakali
AU/PTCDA/n-Si  aygitlarm  Akim-Gerilim  (I-V)
Olciimleri Keithley 2400 kaynak olger yardimiyla oda
sicakliginda  bilgisayar destekli Ol¢lim sisteminde
gerceklestirildi.

3. SONUCLAR VE TARTISMA (RESULTS AND
DISCUSSION)

Yapisal Karakterizasyon (Structural Characterization)
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Isinlanmis ve 1sinlanmamis PTCDA tozlarmin FTIR
gegcirgenlik sonuglari asagida Sekil 1°de verilmistir. Sekil
1°den goriilecegi gibi 1120-1145 cm* pikleri C-O uzama
titresimlerini isaret edebilir. Buna ragmen 1174-1732 cm-
1 pikleri ise C=O piklerinin gerilme titresimlerine
atfedilebilir. Elde edilen FTIR sonuglarma gore 100
kGy’e kadar E-Demet 1simnlamasi PTCDA’nin yapisin
bozmamistir ve pikler literatiir ile uyum icerisindedir
[23]. Sekil 1’e gore 1299,95 cm™’e karsilik gelen pikin
minimum degerleri 0, 30 kGy, 60 kGy ve 100 kGy i¢in
sirastyla 0,3814, 0,3468, 0,3971, 0,5308 olarak elde
edilmistir ve maksimum pik siddeti 30 kGy icin
gbzlenmistir. Benzer olarak 1755,12 cm™®’dalga sayisia
gelen titresim i¢in pik siddetleri 0, 30 kGy, 60 kGy ve
100 kGy sirasiyla 0,3746, 0,3419, 0,3907, 0,5233 olarak
elde edilmigtir. Buradaki karakteristik pik siddetlerinden
goriniiyor ki, 30 kGy i1sinlamaya maruz birakilan
PTCDA’ya ait FTIR piklerinin siddeti 1sinlanmamis
PTCDA’ya gore daha yiiksektir. Ancak 1sinlama dozu 60
kGy ve 100 kGy olarak yiikseldikge PTCDA ya ait FTIR
piklerinin siddeti uygulanan radyasyon dozu ile ters
orantili olarak azalmaya baglamaktadir.

Elektriksel Karakterizasyon (Electrical
Characterization)

Metal/Yariiletken (MY), Metal/Polimer/Yariiletken
(MPY) tipi Schottky diyotlarinda (SD) Akim-Gerilim (I-
V) iliskisi V>3kT/q i¢in termiyonik emisyon teorisine
(TE) gore agagidaki sekilde verilir [1].

=1, {exp( ?]:(/_lD_ j — 1} (1)

Burada Vp diyot lizerine diisen gerilim, n idealite faktord,
k Boltzmann sabiti, T Kelvin cinsinden sicaklik ve I, ise
ters doyum akimi olup

- -qo
I, =AA Tzexp(%j (2)

esitligi ile verilir. Burada ®g, metal ile yariiletken
arasinda olusan sifir beslem potansiyel engel yiiksekligi,
A diyodun dogrultucu kontak alani ve A™ etkin
Richardson sabiti olup degeri n-tipi Si igin 120 A.cm™?K-
2dir [1,2]. Buna gére Es.2, Es.1’de yerine yazilirsa;

. _q® qv
1= AA"T2exp| —92eo0 | | axp(dVoy _1 3
Xp( = ][ (- 2) } 3

sekline doniisiir. Ancak koseli parantez igindeki 1 rakami
iistel ifade yaninda oda sicakligi ve tstiindeki degerler
icin rahatlikla ihmal edilebilir. Buna ilave olarak, TE
teorisine gore idealite faktoriiniin 1 olmasi beklenir.
Ancak pratikte idealite faktorii, Ozellikle yalitkan
araylizey tabakanin kalinlig1 ve yasak enerji aralifinda
lokalize olan arayiizey durumlarinin yogunlugundan
(Nss) dolayr 1°den biiyiikk ¢ikmaktadir. Idealite
faktoriiniin birden bilyiilk olmas1 M/Y arasina kaplanan
PTCDA tabakasina, araylizey durumlarmin

biiyiikliigiine, Schottky engel alcalmasina, M/Y arasinda
olusan potansiyel engel yiiksekliginin homojensizligine
ve fabrikasyon sirasinda laboratuar ortaminda bulagan
muhtelif organiklerin varligina atfedilir [18-20,24].
Schottky diyotlarda logaritmik akimin (Lnl) gerilim (V)
gore grafiginin genelde lineer bir dogru olmasi beklenir.
Ancak deneysel sonuglardan goriildigi gibi yiiksek
gerilimlerde (V>1 V) seri direng (Rs) etkisinden dolay1
Lnl-V egrisinde ideal durumdan sapmalar olur, yani Rs
Lnl-V egrisinin biikiilmesine yol acar. Grafigin
dogrusalliktan saptig1 bolgede hem idealite faktorii 1°den
biliyiik olacak hem de lineer bolgenin daralmasindan
dolay1 hesaplamalarin giivenilirligi azalacaktir.

1e-1
1e-2
1e-3
<
£ 60 kGy
X
> Au/PTCDAIn-Si
led 100 kGy —— Iginlanmamig
—— 30 kGy
60 kGy
Isinlanmamais 100 kGy
1e-5 | 30 kGy
1e-6 . L . L
-3 -2 -1 0 1 2 3

Gerilim (V)

Sekil 2. Farkli dozlarda iginlanmis ve 1sinlanmamis PTCDA
arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si  Schottky
diyotlarin I-V egrileri (I-V curves of Au/PTCDA/n-
Si Schottky diodes unirradiated and irradiated at
different doses of PTCDA interfacial layers)

Lineer bolge i¢in Es.1 ifadesinin Ln’i alinirsa,

Lnl = Lnl, + Vb (4)

nkT

seklinde bir dogru denklemi elde edilir. Farkli dozlarda
elektron demet (E-Demet) i1sinlarina maruz kalmis
PTCDA arayiizey tabakalt Au/PTCDA/n-Si SD’larin oda
sicakligindaki dogru ve ters on gerilim altindaki yari-
logaritmik Lnl-V egrisi Sekil 2°de verilmistir.

Sekil 2’de agikga goriildiigii gibi elektron demet
1ginlarina maruz birakilmis PTCDA organik araylizey
tabakali SD’un |-V sonuglarin1 etkilemistir. 30 kGy
1sinlama aygitin sizintt akiminda (V<0) azalmaya sebep
olurken, 1sinlama dozu 60 kGy artirildiginda ise sizinti
akimmin artmasina sebep oldugu goriilmektedir.
Maksimum 1sinlama dozu olan 100 kGy 1smlamada ise
aygitin sizint1 akiminin 60 kGy’e gore azaldig: fakat 30
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kGy 1smmlanmis ve i1smmlanmamis PTCDA araylizey
tabakali Au/PTCDA/n-Si SD’a gore hala yiiksek oldugu
gozlemlenmistir. Bunun yani sira dogru beslem (V>0)
sonuglarinda ise 60 kGy 1sinlanmig PTCDA arayiizey
tabakali Au/PTCDA/n-Si aygitin akim degerinde bir artig
gozlemlenirken 1ginlanmamis ve diger dozlarda
isinlanmis PTCDA kullanilarak elde edilen aygitlarin
akim egrileri birbirinden ayirt edilemeyecek kadar
yakindir. 60 kGy 1simnlanmis PTCDA arayiizey tabakali
Au/PTCDA/Nn-Si SD dogru beslemde en yiiksek akimi
gecirirken ters belsemde ise en fazla sizinti akim
gecirerek performansini kisitlamistir. Benzer sonuglar x-
1s1in1 radyasyonuna maruz birakilan anthraquinone/p-Si
ve pyridine/p-Si i¢in elde edilmis ve yaymlanmigtir [22].
Aygitin idealite faktorii n, Sekil 1°deki Lnl-V egrisinin
egiminden (tan©= q/nkT) yararlanilarak,

n=q/(kTtan0) 5)

lo doyma akimi degeri ise Lnl-V grafiginin lineer
bdlgesinin uzantisinin Lnl eksenini sifir gerilimde kestigi
noktadan elde edildi. lo, diyodun dogrultucu kontak alan1
(A) ve etkin Richardson sabiti (n-tipi Si i¢in 120 A.cm
2K-2) degerleri kullamlarak potansiyel engel yiiksekligi
(®B) Es.2’den yararlanilarak hesapland1 [1,2].
KT AA*T?
Dp(l-V) = F Ln(l—) (6)

Sonuglarin daha net anlasilabilmesi i¢in hesaplanan en
temel diyot parametrelerinden idealite faktorii ve engel
yiiksekligi Tablo 1’de verilmistir. Tablo 1’den agikca
gorildiigi gibi en diisik idealite faktorii 1ginlanmamis
PTCDA arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si SD olurken
en yiiksek isealite faktoriine sahip aygit ise 60 kGy
1sinlamaya maruz birakilmis PTCDA arayiizey tabakali
AU/PTCDA/n-Si SD olmustur. Ancak Schottky engel
yiikseklikleri (®go) ele alindiginda 30 kGy 1sinlanmis
PTCDA arayiizey tabakas1 igeren Au/n-Si SD 0,62 eV ile
en yiksek engel yiiksekligine sahip oldugu
gozlemlenmistir. 60 kGy ve 100 kGy 1sinlanmis PTCDA
araylizey tabakali Au/PTCDA/n-Si  SD’ler ise
1sinlanmamis aygita gore daha diisiik ®g,’a sahip oldugu
gozlenmistir. Elde edilen Au/PTCDA/n-Si SD’un I-V
sonuglarina gore, literatiirde daha oOnce Farag ve
arkadaglar tarafindan yayinlanmis PTCDA/n-Si aygita
gore daha iyi performansa sahip oldugu goriilmistiir
[24].

(o]
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£ 1500
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Gerilim (V)
Sekil 3. Farkli dozlarda isinlanmig ve 1sinlanmamis PTCDA

arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si  Schottky
diyotlarin dogrultma oranlar1 (The rectification ratio
of Au/PTCDA/n-Si Schottky diodes unirradiated and
irradiated at different doses of PTCDA interfacial
layers)

Isinlanmamis ve 1ginlanmis PTCDA arayiizey tabakali
Au/PTCDA/n-Si SD’larin DO, pozitif gerilimdeki
akimin negatif bolgedeki akima orani, Sekil 3’te
verilmigtir. Sekil 3’e gore 30 kGy 1simnlanmis PTCDA
kullanilarak elde edilen Au/PTCDA/n-Si SD +2,5 V’ta
2097 kat dogrultma gosterdigi ve en yiiksek DO sahip
oldugu gozlemlenmistir. 60 kGy ve 100 kGy 1sinlanmis
PTCDA arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si SDIlarin DO
ise  1smmlanmamis PTCDA  arayiizey  tabakali
AU/PTCDA/n-Si SD’ye gore daha diisiikk performans
gosterdigi aciktir.

SDlarmn aygit performansinin dl¢iimiinde seri direng ve
sont direnci (Rsh) en Onemli parametrelerden ikisidir.
AU/PTCDA/N-Si aygitlarin 1sinlama dozlarina gore Rs ve
Rsh degerleri Ohm kanununa gdre [-V sonuglarindan
hesaplanmis ve Sekil 4’te verilmistir. Burada
1sinlanmamis, 30 kGy, 60 kGy ve 100 kGy dozlarda
isinlanmig PTCDA arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si
aygitlarin Ry degerleri sirastyla 140 kQ, 146 kQ, 11,3 kQ
ve 48,6 kQ olarak hesaplanmigtir. Bu sonuglara gére 30
kGy 1sinlama dozunda en 1sinlanmamis diyota gére daha
yiiksek Rsh degeri gozlenirken, 60 kGy isinlamada en
diisiik Rsh degeri elde edilmistir.

Cizelge 1. PTCDA arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si SD’larin bazi temel elektriksel parametreleri (Basic electrical
parameters of Au/PTCDA/n-Si SD with PTCDA interfacial layer)

Diyotlar idealite Faktrii, n @5, (eV)
Isinlanmamig PTCDA arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si 1,23 0,60
30 kGy 1ginlanmig PTCDA arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si 1,26 0,62
60 kGy 1ginlanmig PTCDA arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si 1,43 0,56
100 kGy 1sinlanmig PTCDA araylizey tabakali Au/PTCDA/n- 1,40 0,59

Si
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Sekil 4. Farkli dozlarda 1isinlanmig ve 1sinlanmamis PTCDA

arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si  Schottky
diyotlarin R-V egrileri (R-V curves of Au/PTCDA/n-
Si Schottky diodes unirradiated and irradiated at
different doses of PTCDA interfacial layers)

4. SONUC (CONCLUSION)

Bu calismada 1ginlanmamis ve farkli dozlarda E-Demet
1sinlarina maruz birakilmig PTCDA tozlar1 n-Si alttas
iizerine kaplanarak Au/PTCDA/n-Si SD’lar {iretilmistir.
PTCDA tozlar1 30kGy, 60kGy ve 100kGy farkli elektron
demet dozlarinda isinlanmistir ve 30 kGy ismlanmis
PTCDA tozunun FTIR piklerinin en yiiksek siddete sahip
oldugu gozlemlenmistir. 100 kGy 1simnlamaya kadar
elektron demet iginlarinin PTCDA’nin C-O ve C=0
baglarim1  zayiflattigi  ancak yapisal deformasyon
olusturmadigi FTIR spektrumlarindan anlagilmistir.

Farkli dozlarda iginlanmig PTCDA arayiizey tabakali
AU/PTCDA/N-Si SD ve 1gimlanmamig PTCDA arayiizey
tabakali Au/PTCDA/n-Si SD’larin -V
karakteristiklerinden aygitlarin idealite faktorii (n),
Schottky engel yiiksekligi (®go), dogrultma orani (DO),
seri direng (Rs) ve ve Sont direnci (Rsh)parametreleri
hesaplanmistir. 30 kGy i1simnlanmis PTCDA araylizey
tabakali Au/PTCDA/n-Si SD aygit performansinin
1sinlanmamig PTCDA araylizey tabakali Au/PTCDA/n-
Si SD’a gore daha iyi oldugu deneysel olarak
gozlemlenmistir. Schottky engel yiikseklikleri ele
alindiginda 30 kGy 1simnlanmig PTCDA arayiizey tabakasi
iceren Au/PTCDA/n-Si SD 0,62 ¢V ile en yiiksek engel
yiiksekligine sahip oldugu goézlemlenmigtir. 30 kGy
isinlanmig PTCDA arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si
SD +2,5 V’ta 2097 kat dogrultma gosterdigi ve en yiiksek
DO sahip oldugu gézlemlenmistir. Buna ilave olarak en
yiiksek Rsh degerinin yine 30 kGy 1sinlanmig PTCDA
araylizey tabakali Au/PTCDA/n-Si SD a ait oldugu
gozlenirken en diisiik Rs degerinin ise 60 kGy 1sinlanmis
PTCDA arayiizey tabakali Au/PTCDA/n-Si SD’a ait
oldugu gozlemlenmistir.

Sonu¢ olarak 1sinlamaya maruz birakilmis PTCDA
arayiizey tabakali Auw/PTCDA/n-Si  SD’un I-V

karakteristiklerinin 1ginlama ile oldukca etkilendigi
gozlemlenmistir. Au/PTCDA/n-Si SD i¢in en uygun
1sinlama dozunun 30 kGy oldugu ve ®g,, DO, R
parametrelerinde iyilesmeye sebep olarak aygit
performansinin artirildigr gdézlemlenmistir.

Araylizey tabakasi olarak kullanilacak polimerin
isinlanma  dozuna gore SD’un temel elektriksel
parametrelerini uygulanan doza goére olumlu veya
olumsuz yonde etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu tarz
aygitlari  lretmeden Once doz  optimizasyonu
yapilmalidir. Polimerin yapisin1 bozmadik¢a E-Demet
isinlama  ile aygitin  performans parametrelerinin
kontrollii olarak artirllmasinda veya azaltilmasinda
kullanilabilecegi sonucuna varilmistir. Makalede izlenen
yontem izlenerek farkli polimerler ile farkli MPY
aygitlarin  liretim  siiregleri  denenerek  sonuglarin
tartigilmasi onerilmektedir.
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